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특허청  

청 항 1 

;

상  상에 픽 마다 는 1 극; 

상  1 극 사 에 치하는 1 막,  상  1 막과 상  1 극  곽  는 2

막  포함하는 막; 

상  1 극 상 에 고, 층  포함하는 간층; 

상  1 극에 향하여 치하는 2 극;  포함하고,

상  2 막  앙 에 개  비하는 것  특징  하는   플  치. 

청 항 2 

삭

청 항 3 

1항에 어 ,

상  1 막  막  는 것  특징  하는   플  치. 

청 항 4 

1항에 어 ,

상  1 막  폴리아크릴(polyacryl),  폴리 미드(polyimide),  폴리아마 드(PA),  사 클

(BCB)  지  루어진 에  택 는 하나  는 것  특징  하는   플

치. 

청 항 5 

1항에 어 ,

상  1 막  0.2㎛ 내지 3㎛  께  는 것  특징  하는   플  치. 

청 항 6 

1항에 어 ,

상  2 막  막  는 것  특징  하는   플  치. 

청 항 7 

1항에 어 ,

상  2 막  SiO2, SiNx, Al2O3, CuOx, Tb4O7, Y2O3, Nb2O5, Pr2O3  루어진 에  택 는 하

나  는 것  특징  하는   플  치. 

청 항 8 

1항에 어 ,

상  2 막  0.1㎛ 내지 1㎛  께  는 것  특징  하는   플  치. 

청 항 9 

상에 픽 마다 1 극  하는 단계; 
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상  1 극 사 에 치하는 1 막  하는 단계;

상  1 막과 상  1 극  곽  는 2 막  하는 단계; 

상  2 막  앙 에 개  하는 단계;

상  1 극 상 에 층  포함하는 간층  하는 단계; 

상  1 극에 향하여 2 극  하는 단계;  포함하는 것  특징  하는   플  

치  . 

청 항 10 

삭

청 항 11 

9항에 어 ,

상  개 가  포 리 그래피 공 에 해  는  것  특징  하는   플  치  

. 

청 항 12 

9항에 어 ,

상  1 막  막  는 것  특징  하는   플  치  . 

청 항 13 

9항에 어 ,

상  1 막  폴리아크릴(polyacryl),  폴리 미드(polyimide),  폴리아마 드(PA),  사 클

(BCB)  지  루어진 에  택 는 하나  는 것  특징  하는   플

치  . 

청 항 14 

9항에 어 ,

상  1 막  0.2㎛ 내지 3㎛  께  는 것  특징  하는   플  치 

 . 

청 항 15 

9항에 어 ,

상  2 막  막  는 것  특징  하는   플  치  . 

청 항 16 

9항에 어 ,

상  2 막  SiO2, SiNx, Al2O3, CuOx, Tb4O7, Y2O3, Nb2O5, Pr2O3  루어진 에  택 는 하

나  는 것  특징  하는   플  치  . 

청 항 17 

9항에 어 ,

상  2 막  0.1㎛ 내지 1㎛  께  는 것  특징  하는   플  치 

 . 
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   야

본    플  치  그 에 한 것 , 보다 상 하게는, 픽  막 께가[0001]

균 한   플  치  그 에 한 것 다.

 경  

  플  치는 그 동 식에 라, 동 동 식  시브 매트릭 (PM: Passive Matrix)[0002]

과,  능동  동 식  액티브  매트릭 (AM:  Active  Matrix)  다.  시브  매트릭  OLED(PM-

OLED)는 단  양극과 극  각각 컬럼(column)과 우(row)  열 어 극에는 우 동  

캐닝 신 가 공 고, , 복  우  하나  우만  택 다. 또한, 컬럼 동 에는 각 

 신 가 다. 한편, 액티브 매트릭  OLED(AM-OLED)는 막 트랜지 (Thin Film Transistor)

 해 각  당 는 신  어하는 것 , 한 양  신  처리하 에 합하여 동 상

하  한 플  치  많  사 고 다.

능동 동 (AM: active matrix)  플  치  막 트랜지  상 는 막 트랜지  보[0003]

하는 보 막  역할  할 도 고, 그 상  평탄 시키는 평탄 막  역할  할 도 는 시

막  고, 시 막  상 에는 막  어 다. 

상  막  픽  간 색  지하  해 게 어  막 사 에 는 픽  [0004]

막 께가 달라지는  다. 또한 막   막  단  또는  학 해

말미암아 아웃 개  생시킬  , 러한 아웃 개 가 픽  에 어   열 시

킴 , 픽  (pixel shrinkage) 상 또는  하 등  할  다. 

 내

해결하 는 과

본  상  같   해결하  한 것 , 픽   막 께  균 하게 하고, [0005]

막  아웃 개 에 한  열  지할  는   플  치  그 

 공하는 것   한다.

과  해결 단

본    플  치는, ; 상  상에 픽 마다 는 1 극; 상  1 극 사[0006]

에 치하는 1 막,  상  1 막과 상  1 극  곽  는 2 막  포함

하는 막; 상  1 극 상 에 고, 층  포함하는 간층;  상  1 극에 향하여 

치하는 2 극;  포함할  다.

보다 람직하게, 상  2 막  앙 에 개  비할  다. [0007]

보다 람직하게, 상  1 막  막  할  , 폴리아크릴(polyacryl), 폴리 미드[0008]

(polyimide), 폴리아마 드(PA), 사 클 (BCB)  지  루어진 에  택 는 하나  

할  다.

보다 람직하게, 상  1 막  0.2㎛ 내지 3㎛  께  할  다. [0009]

보다 람직하게,  상  2 막  막  할  ,  SiO2,  SiNx,  Al2O3,  CuOx,  Tb4O7,[0010]

Y2O3, Nb2O5, Pr2O3  루어진 에  택 는 하나  할  다. 

보다 람직하게, 상  2 막  0.1㎛ 내지 1㎛  께  할  다.[0011]

본    플  치  , 상에 픽 마다 1 극  하는 단계; 상  1[0012]

극 사 에 치하는 1 막  하는 단계; 상  1 막과 상  1 극  곽  는 

2 막  하는 단계; 상  1 극 상 에 층  포함하는 간층  하는 단계;  상  1

극에 향하여 2 극  하는 단계;  포함할  다. 

보다 람직하게, 상  2 막  앙 에 개  하는 단계;   포함할  다.[0013]
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보다 람직하게, 상  개 는 포 리 그래피 공 에 해 할  다.[0014]

 과

본   막 상 에 얇   막  함  픽   막 께  균 하게[0015]

할  다. 

또한 본   막에  생한 아웃 개  하게 시킴   막  상[0016]

지할  다. 

도  간단한 

도 1  본  람직한  실시 에    플  치  개략  도시하는 단 도 다. [0017]

도 2는 본  람직한  실시 에  도 1    플  치   개략  도시하

는 단 도 다. 

도 3  본  람직한 다  실시 에  도 1    플  치  개략  도시하는 단

도 다.

도 4 내지 도 6  본   실시 에    플  치  막  하는 공

하는 단 도 다. 

 실시하  한 체  내

하 본  람직한 실시 가 첨  도 들  참 하여  것 다. 도 상  동 한 는 동 한[0018]

 지칭한다. 하 에  본  함에 어,  공지 능 또는 에 한 체  

본  지  필 하게 릴  다고 단 는 경우에는 그 상 한  생략할 것 다.  

본  실시  하는 도 에 어 , 어  층 나 역들    해 께  하여[0019]

나타내었다. 또한 층,  막,  역,  등   다   " 에" 다고 할 , 는 다   "

에" 는 경우뿐만 아니라 그 간에 또 다   는 경우도 포함한다.

도 1  본  람직한  실시 에    플  치  개략  도시하는 단 도 다.[0020]

도 2는 본  람직한  실시 에  도 1    플  치   개략  도시하

는 단 도 다. 

도 1  도 2  참 하 , 본    플  치는 상 에 플 (120)가  하[0021]

(100), 상  플 (120) 상  는 지 (300)  포함한다. 상  하 (100)과 지

(300)  실런트(400)  합착 다. 

하 (100)  SiO2  주  하는 한 리 재질  루어질  다. 하 (100)  드시 [0022]

에 한 는 것  아니  한 플라 틱 재 또는  재 등, 다양한 재질   할  다. 

하 (100)  상 에 비  플 (120)는 복  개  픽 (230)과, 픽 (230)과  연결[0023]

는 막 트랜지 (TFT)(220)  비할  다. 

각 픽 (230)  1 극(231), 1 극(231)에 향  2 극(235), 1 극(231)과 2 극(235) 사 에 개[0024]

재 는 간층(233)  포함한다. 

막(219')  각  픽 (230)  1 극(231)들  사 에  비 어   역  한다.  막[0025]

(219')  1  2 막(219a', 219b')  포함한다. 1 막(219a')  1 극(231)들 사 에

고, 2 막(219b')  1 극(231)  곽 (edge)  1 막(219a')  도  다. 

 층  크 ,  등  프린   통해 하  해 는 픽  간 색  지하  해 픽[0026]

사 에  막  하고 막  액   처리가 필 하다.  막   경

우 막과 만나는 픽  곽 (edge)  심  막 께가 달라지는  다. 또한 1 극에

가  계가 1 극  곽 에 집 므  곽 에 열  래하거나 2 극과 1 극 간  

쇼트(short)  하게 다. 라  러한 막 께  균 , 열    쇼트  시킬 필 가

다. 
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 하여 본  막   1 막(219a')과 막   2 막(219b')[0027]

에 한 층상  갖는다. 

상  1 막(219a')  막  고, 하 막  평탄   픽  간 색 지  해 약 0.2 내[0028]

지 3㎛  께  갖는다. 

상  2 막(219b')  막  얇게 ,  각도(taper angle)가 낮  , 45도[0029]

하  하는 것  람직하다. 그 께는 약 0.1 내지 1㎛  하는 것  람직하다. 

, 상  1 막(219a')   한  층  막 께 단차  균  해 상  1[0030]

막(219a')과  상  2 막(219b')  에지  간  간격(T)  약  1㎛  상  하는  것

람직하 , 상  1 극(231)  개     역  고 하여 결 할  다,

간층(233)    또는 도 2에 도시   같  각 픽 별  층   다. 간층(233)  [0031]

1 극(231)  상  ,  1 극(231)  곽 에  2 막(219b')과  한다.   1 극

(231) 곽 에는 1 막(219a')과 2 막(219b')  에지가  간격  갖고 어  ,

1 극(231)  얇  2 막(219b')과 하  에, 간층(233)  앙  곽  막 께

단차가   다.

간층(233)  어도   층(EML:  emissive  layer)  포함하 ,  그  에  공  주 층(HIL:  hole[0032]

injection layer), 공 층(HTL: hole transport layer),  층(ETL: electron transport layer),

 주 층(EIL: electron injection layer)  어느 하나 상  층  가  포함할  다. 

플 (200)가  비  하 (100)  실런트(400)에  해  지 (300)과  합착 다.   지[0033]

(300) 역시 라 재 뿐만 아니라 아크릴과 같  다양한 플라 틱재  사 할 도 ,  나아

가  사 할 도 다. 실런트(400) 는 래  프릿(glass frit)  사   다. 

도 3  본  람직한 다  실시 에  도 1    플  치  개략  도시하는 단[0034]

도 다. 도 3  막(219)   하고 도 2    플  치  동 하므  동

에 한 상 한  생략하겠다. 

도 3  참 하 , 막(219)  막   1 막(219a)과 막   2[0035]

막(219b)  포함한다. 

상  1 막(219a)  막  고, 하 막  평탄   픽  간 색 지  해 약 0.2 내[0036]

지 3㎛  께  갖는다. 

상  2 막(219b)  막  얇게 ,  각도(taper angle)가 낮  , 45도[0037]

하  하는 것  람직하다. 그 께는 약 0.1 내지 1㎛  하는 것  람직하다. 

, 상  1 막(219a)   한  층  막 께 단차  균  해 상  1[0038]

막(219a)과 상  2 막(219b)  에지 간 간격(T)  약 1㎛ 상  하는 것  람직하 , 상

 1 극(231)  개     역  고 하여 결 할  다,

간층(233)    또는 각 픽 별  층   다. 간층(233)  1 극(231)  상  [0039]

, 1 극(231)  곽 에  2 막(219b)과 한다.  1 극(231) 곽 에는 1

막(219a)과 2 막(219b)  에지가  간격  갖도  어  , 1 극(231)  얇  2 

막(219b)과 하  에, 간층(233)  앙  곽  막 께  단차가   다.

2 막(219b)에는 막  1 막(219a)  단  또는  학 해  말미암아 생[0040]

는 아웃 개 (outgas)  시키  한 개 (218)가   다. 는  공   고  열처리에

해 1 막(219a)  생하는 아웃 개 에 해 2 막(219b)에 크랙(crack)  가거나

 생 는 상  생할  다. 라  본  2 막(219b)  앙 에 개 (218)  

하여  공   아웃 개   하도  한다. 

도 4 내지 도 6  본   실시 에    플  치  막(219)  하는 공[0041]

 하는 단 도 다. 

도 4  참 하 , TFT(220)가  하 (100) 상 에 TFT(220)   연결 는 1 극(231)[0042]

하고, 어  1 극(231) 사 에 1  막(219a)  한다. 
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하 (100)  상  하 (100) 향  는   경우에는 한 재질  해야 한[0043]

다. 그러나 상  하 (100)   향  는   경우에는 드시 한 재질

할 필 는 없다.  경우  하 (100)  할  다.  하 (100)  할

경우 하 (100)  탄 , 철, 크 , 망간, 니 , 티타늄, 몰리브 ,  틸(SUS), Invar 합 ,

Inconel 합   Kovar 합  루어진  택  하나 상  포함할  나, 에 한 는

것  아니다. 하 (100)   포  할  다. 

하 (100)  상 에는   산 는 것  지하고, 나  침  지하 , [0044]

평탄 하  한 리어층 /또는 층과 같  연층(211)    다.

상  연층(211) 상에 동  TFT(220)  한다. 본 실시 에 는 TFT    탑 게 트(top[0045]

gate) 식  TFT  도시하고 다. 그러나,  달리 다   TFT가 비    다. 

상  연층(211) 상에 TFT  층(221)  도체 재료에 해 고,  도  게 트 연막(213)[0046]

 다. 층(221)  아  실리  또는 폴리 실리 과 같  재 도체나,  도체가 사

  고,  역, 드  역과 들 사  채  역  갖는다.

게 트  연막(213)  상에는  게 트  극(227)  비 고,   도  층간  연막(215)  다.[0047]

그리고, 층간 연막(215) 상에는   드  극(223)  택 (225)  통해 층(221)과 연결 ,

 도  평탄 막(217)  차  비 다. 

상 한  같  TFT  층 는 드시 에 한 는 것  아니 , 다양한  TFT가   가[0048]

능하다.

상  평탄 막(217)  상 에는 픽 마다 1 극(231)  고, 비어 (229)  통하여   드  [0049]

극(223)과  연결 다. 

1 극(231)  애 드 극 또는 캐 드 극  능  하고,  극 또는 사  극  비   [0050]

다. 극  비  에는 ITO, IZO, ZnO 또는 In2O3  비   고, 사  극  비  에

는 Ag, Mg, Al, Pt, Pd, Au, Ni, Nd, Ir, Cr 또는 들  합  등   사막과, ITO, IZO, ZnO 또

는 In2O3   막  포함할  다. 

1 극(231)  극층  후, 포 지 트  도포, , 상, 에칭,  포 지 트 리 등  [0051]

공  진행 는 포 리 그래피(photolithography) 공  통해 닝   다. 

1 극(231) 사 에 1 극(231)  측   곽   하는 1 막(219a)  다. [0052]

1 막(219a)  아웃개싱(outgassing) 특  우 하고 연 특  는 재료    다. [0053]

 들어,  1 막(219a)  계  폴리아크릴(polyacryl),  폴리 미드(polyimide),  폴리아마 드

(PA), 사 클 (BCB)  지  루어진 에  택 는 하나    다. 

1 막(219a)  핀  ,  슬   등  에  해  막  한  후,  포 리 그래피[0054]

(photolithography) 공  통해 상  1 극(231)  시키도  닝   다. 또한 1 막

(219a)  크  등   닝  도 다. 

1 막(219a)  도 에 도시   같  1 극(231)  곽  측 과 곽  상   도[0055]

할  , 필 에 라  1 극(231)  곽  단  하여 측  도  하거나, 1

극(231)  곽   ㎛ 어  치하도  할 도 다.  상  1 극(231)   

한 게 도  하는 것  람직하다. 

1 막(219a)  께는 약 0.2㎛ 내지 3㎛   내에  는 것  람직하다. [0056]

도 5  참 하 , 1 막(219a) 상 에 2 막(219b)  한다. [0057]

2 막(219b)  연특  갖는 SiO2, SiNx, Al2O3, CuOx, Tb4O7, Y2O3, Nb2O5, Pr2O3 등에  택[0058]

 재료    다. 

2 막(219b)  , 학진공 착(CVD:chemical vapor deposition) , 착  등에 해 1[0059]

극(231)과 1 막(219a)  도  막  한 후, 포 리 그래피(photolithography) 공  통해 상

 1 극(231)  시키도  닝   다. , 상  1 극(231)   한 게 도
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 하여    개  다.

2 막(219b)   각도(taper angle)가 낮  , 약 0.1㎛ 내지 1㎛  께  얇게 [0060]

하는 것  람직하다. 

1 막(219a)   한  층  막 께 단차  균  해 1 막(219a)과 2[0061]

막(219b)  에지 간 간격(T)  약 1㎛ 상  하는 것  람직하다. 

1 극(231) 곽 에  1 막(219a)과 2 막(219b)  에지가  간격  갖고, 2[0062]

막(219b)  얇게 , 1 극(231) 상 에 는  층  단차  하여  

층  평탄 가 가능해 질  다. 또한 1 극(231)  하  단차에 한  층  끊어짐(Short)  

지하고 1 극(231)과  층  착  향상시킬  다.

2 막(219b)  상 에는 개 (218)가   다. 상  개 (218)는 상  2 막(219b)[0063]

앙 에 어, 고  열처리시 1 막(219a)에  생하는 아웃 개 (outgas)  하게 시

킴  2 막(219b)  상  지한다. 

2 막(219b)  개 (218)는 포 리 그래피 공  통해 할  , FMM(Fine Metal Mask)[0064]

하여 할 도 다.

2 막(219b)  상 에 개 (218)  하지 않는 경우에는, 2 막(219b)  후, 1 극[0065]

(231) 상 에 간층(233)  하는 공  진행한다. 

도 6  참 하 , 상   1 극(231)  상 에  층  포함하는 간층(233)과, 간층(233)[0066]

상 에 2 극(235)  한다.  

간층(233)   또는 고   비   다.   사 할 경우 공주 층(HIL:[0067]

hole injection layer), 공 층(HTL: hole transport layer),  층(EML: emission layer), 

층(ETL: electron transport layer)  주 층(EIL: electron injection layer) 등  단   복합

 층 어    ,  사  가능한   재료도  리  프탈 시아닌(CuPc:  copper

phthalocyanine),  N,  N- (나프탈 -1- )-N,  N'- 닐- 지  (N,  N'-Di(naphthalene-1-yl)-N,   N'-

diphenyl-benzidine:  NPB)  ,  트리 -8-하 드 시퀴 린 알루미늄(tris-8-hydroxyquinoline  aluminum)(Alq3)

등  비 해 다양하게  가능하다. 들   마 크들  하여 진공 착   

에 또는 픽 별    다. 

고   경우에는 개  층(HTL)  층(EML)  비   가질  , , 상[0068]

  층  PEDOT  사 하고,  층  PPV(Poly-Phenylenevinylene)계   폴리플루

(Polyfluorene)계 등 고  질  사 한다.

2 극(235)  1 극(231)에 향하여 치하고, 캐 드 극 또는 애 드 극  능  하고,  [0069]

상에 착하여, 든 픽 에 걸쳐  연결 어 는 공통 극    다. 

2 극(235)   극  또는 사  극  비   는 ,   극  비  는 Li,  Ca,[0070]

LiF/Ca, LiF/Al, Al, Mg 또는 들  합  간층  향하도  착하여  막과, 그  ITO, IZO,

ZnO 또는 In2O3 등  한 도  질   보  극 나  극 라  비할  다. 그리고,

사  극  비  에는  Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Ag, Mg  들  합    다.

상  같    결과  리, 플라 틱 또는 도   루어진 지 과 합착함 ,[0071]

본 에    플  치  가 다.

한편, 상  실시 들에 어 는 액티브 매트릭    플  치에 본   들[0072]

하 나, 액티브 매트릭    플  치 에도 시브 매트릭    플

 치 등, 막  비 는 플  치라  어  치에도 본     

다. 

본  도 에 도시  실시  참고  었 나 는 시  것에 과하 , 당해  야에[0073]

통상  지식  가진 라   다양한 변   균등한 다  실시 가 가능하다는  해할 것 다.

라 , 본  진 한  보  는 첨  특허청   사상에 하여 해 야 할 것

다.
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